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(57) Abstract: The invention relates to a method for forming a stepped edge profile comprised of a layered construction (2) involving 
a first structuring step during which a portion of the first layered construction part (21) is removed whereby producing a remaining 
first layered construction part (211). During a second structuring step, a portion of the second layered construction part (22) that is 
located underneath said first layered construction part (21) is partially removed by etching effected by a second etching agent. During 
a thffd structuring step, a portion of the third layered construction part (23) that is located underneath the second layered construction 
part (22) is partially removed by etching effected by a third etching agent. The invention provides that, during the second structuring 
step, an area of the second layered construction part (22) located underneath the first layered construction part (21) is removed and, 
during the third structuring step, the first projection (A) of the remaining first layered construction part (211) is removed. 
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VerofTentlicht: 

— mit imemationalem Recherchenbericht 



ZurErkldrung der Zweibuchstaben- Codes und der anderen Ab- 
kurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT -Gazette verwiesen. 



(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zur Bildung eines Stufenprofils aus einer Schichtfolge (2) mit einem ersten Struk- 
turierungsschritt, in welchem eine erste Schichtteilfolge (21) bis auf eine erste Restschichtteilfolge (211) entfemt wird, in einem 
zweiten Strakturierungsschritt, in welchem eine unter der ersten Schichtteilfolge (21) gelegene zweite Schichtteilfolge (22) mittels 
Atzen mit einem zweiten Atzmittel partiell entfemt wird, und einem dritten Strukturierungsschritt, in welchem eine unter der zwei- 
ten Schichtteilfolge (22) gelegene dritte Schichtteilfolge (23) mittels Atzen mit einem dritten Atzmittel partiell entfemt wird, wird 
erfindungsgemass im zweiten Strukturiemngsschritt ein unter der ersten Restschichtteilfolge (211) liegender Bereich der zweiten 
Schichtteilfolge (22) und im dritten Strakmrierungsschritt der erste Vorsprung (A) der ersten Restschichtteilfolge (211) entfemt. 
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Verfahren zur Hers tel lung eines Stuf enprof ils aus ei- 
ner Schichtfolge 
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10 Technlsches Gebxet 
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Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Halb- 
leiterprozesstechnik. Sie betrifft ein Verfahren zur Herstel- 
lung eines Stuf enprof ils aus einer Schichtfolge nach dem Ober- 
begriff des ersten Patentanspruches . 



Stand der Technik 

Urn eine Strukturierung von auf Halbleitern aufgebrachten metal - 
lischen Schichten vorzunehmen, wird in mehreren aufeinander 
folgenden Strukturierungsschritten meist eine Vielzahl bekann- 
ter Techniken eingesetzt. Haufig wird dabei zunachst ein Photo- 
lack als Schutzschicht auf eine metallische Schicht oder eine 
metallische Schichtfolge auf gebracht . Eine resultierende erste 
Photolack-Schicht wird anschliessend durch eine erste Belich- 
tungsmaske hindurch belichtet. Anschliessend kann, je nach Be- 
schaffenheit des Photolacks, entweder ein belichteter oder ein 
unbelichteter Bereich der Photolack-Schicht entfernt werden, so 
dass der unbelichtete oder der belichtete Bereich zuruckbleibt . 
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In einem oder mehreren Strukturierungsschritten wird daxm die 
metallische Schicht oder Schichtfolge geatzt. Verschiedene Atz- 
verfahren stehen dabei zur Verfugxing: Atzen in wassriger L6- 
siing, Trockenatzen, reaktives lonenStzen oder eine Kotnbination 
dieser Verfahren. Der verbliebene Bereich der Photolack- Schicht 
verhindert oder verzogert dabei ein Atzen unter ihm liegender 
Regionen der metallischen Schicht oder Schichtfolge. 

Dabei kann ein nicht xinerheblicher Gesamtaufwand resultieren, 
insbesondere wenn eine komplexe Strukturierung vorgenommen wer- 
deh muss und/oder eine Schichtfolge geatzt werden muss, die aus 
einer Vielzahl von Einzelschichten besteht. In solchen Fallen 
erhoht sich die Anzahl der notwendigen Strukturierungsschritte, 
wobei haufig fGr verschiedene Strukturierungsschritte unter- 
schiedliche Atzverfahren oder. zumindest unterschiedliche Atz- 
mittel benotigt werden. Zum Teil mussen dabei auch zwischen 
zwei Strukturierungsschritten nochmals ein oder mehrere weitere 
Photolack-Schichten aufgebracht, durch weitere Belichtungsmas- 
ken hindurch belichtet und belichtete oder unbelichtete Berei- 
che der weiteren Photolack-Schichten entfernt werden. 

Bei einer Verwendxing mehrerer Masken wird der Gesamtprozess je- 
doch zunehmend ungenau, insbesondere aufgroind von Ausrichtungs- 
problemen bei einem Positionieren der Belichtiangsmasken. 

Ein Anwendungsbei spiel fiir die Strukturierung von Schichtf olgen 
ist eine Aufbringung von Elektroden auf Halbleiterchips, insbe- 
sondere fiir Halbleiterchips, die in druckkontaktierbaren Leis- 
tungshalbleitermodulen mit nicht hermetisch abgeschlossenem Mo- 
dulgehause eingesetzt werden. Solche Halbleiterchips umfassen 
zur elektrischen Kontaktierung vorteilhaft eine Schichtfolge 
aus Ti, Ni xind Ag, wobei eine Ti-Schicht am nSchsten beira Halb- 
leiterchip gelegen ist. Abhangig von einer intemen Struktur 
des Halbleiterchips und einem Herstellungsprozess muss diese 
Schichtfolge an verschiedenen Stellen strukturiert werden, bei- 
spielsweise in einem Bereich zwischen einer Hauptelektrode und 
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einer Gateelektrode . Typische StrxikturgrSssen sind dabei im 
Allgemeinen kleiner als O.Simn. 

Bei der Strukturierxmg der Ti/Ni/Ag-Schichtfolge mittels Atzen 
ist darauf zu achten, dass sich keine unteratzten Bereiche aus- 
bilden, da in solchen beim Herstellungsprozess oder einem Be- 
trieb der Halbleiterchips sich Verschmutzungen und/oder Ablage- 
rungen ausbilden konnen, die schwierig zu entfernen sind, aber 
ein Betriebsverhalten der Halbleiterchips negativ beeinflussen 
kSnnen oder gar zu deren Zerstorung fuhren konnen. 



Darstellung der Erfindung 

Es ist somit Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren der eingangs 
genannten Art anzugeben, welches mit moglichst wenigen Struktu- 
rierungsschritten auskommt, wobei zwischen den S trukturi e rungs - 
schritten kein Aufbringen von Schutzschichten erforderlich ist. 

Diese und weitere Aufgaben werden durch ein Verfahren zur Bil- 
dxmg eines Stuf enprof ils aus einer Schichtfolge mit den Merkma- 
len des unabhangigen Patentanspruchs gelost. Dabei wird in ei- 
nem ersten, zweiten bzw. dritten Strrikturierungsschritt eine 
erste, zweite bzw. dritte Schichtteilfolge jeweils partiell, 
d.h. bis auf eine erste, zweite bzw. dritte Restschichtteilf ol- 
ge, entfemt. Im zweiten bzw. dritten Strukturierungsschritt 
geschieht dies unter Einwirkung eines zweiten bzw. dritten Atz- 
mittels. Erfindungsgemass wird dabei im zweiten Strukturie- 
rungsschritt die erste Restschichtteilf olge unteratzt, d.h. ein 
unter ihr liegender Bereich der zweiten Schichtteilfolge wird 
entfemt. Ein dabei sich bildender erster Vorsprung der ersten 
Rest schichtteilfolge wird im dritten Strukturierungsschritt 
wieder entfemt, urn das gewunschte Stuf enprof il zu erhalten. 

In einer bevorzugten Variante des Verfahrens wird dabei im ers- 
ten Strukturierungsschritt ein erstes Atzmittel verwendet, wel- 
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ches vorzugsweise dem im dritten Strukturierungsschritt verwen- 
deten dritten Atzmittel chemisch im wesentlichen identisch ist. 
Vorteilhaft kann dabei fiir den ersten und dritten Strukturie- 
rungsschritt ein identisches Atzbad verwendet werden, was die 
Komplexitat des Verfahrens weiter reduziert und eine wirt- 
schaf tlichere und umweltf reundlichere Durchfuhrung des Verfah- 
rens erlaubt. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in den 
abhangigen Anspriichen angegeben, wobei Vorteile und Merkmale 
aus der nachf olgenden detaillierten Beschreibung bevorzugter 
Varianten der Erfindung in Verbindung mit der Zeichnung 
of fensichtlich werden. 



Kurze Beschreibung der Zeichnungen 

Fig. 1 zeigt ein Ausgangsprodukt fur das erf indungsgemasse Ver- 
f ahren . 

Pig. 2 zeigt ein aus dem ersten Strukturierungsschritt resul- 
tierendes erstes Zwischenprodukt . 

Fig. 3 zeigt ein aus dem zweiten Strukturierungsschritt resul- 
tierendes zweites Zwischenprodukt. 

Fig. 4 zeigt ein aus dem dritten Strukturierungsschritt resul- 
tierendes Endprodukt. 

Fig. 5 zeigt einen Halbleiterchip mit einem nach dem erf in- 
dungsgemassen Verfahren gebildeten Stufenprof il nach Entfernen 
einer Photolack-Schicht . 

Die in den Zeichnungen verwendeten Bezugszeichen und deren Be- 
deutung sind in der Bezugszeichenliste zusammengef asst . Grund- 
satzlich bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche Teile. 



wo 2004/038796 ^ ^:T/CH2003/000681 

- 5 - 

Wege zur Ausfuhrung der Erfindimg 

Fig. 1 zeigt ein Ausgangsprodukt fur das erf indungsgemasse Ver- 
fahren, umfassend eine auf einem Halbleiterchip 1 aufgebrachte 
Schichtfolge 2 aus einer Ag-Schicht 21 als erster Schichtteil- 
folge, einer Ni-Schicht 22 als zweiter Schichtteilfolge und ei- 
ner Ti-Schicht 23 als da^itter Schichtteilfolge. Eine erste Di- 
cke di der Ag-Schicht 21 betragt vorzugsweise einige 
Mikrometer, eine zweite Dicke da der Ni-Schicht 22 und eine 
dritte Dicke da der Ti-Schicht 23 betragen vorzugsweise je ei- 
nige Zehntel Mikrometer. Ein Teil der Ag-Schicht 21 ist von ei- 
ner Photolack-Schicht 3 als Schutzschicht bedeckt. 

Urn ein Stufenprofil in der Schichtfolge 2 zu bilden, wird zu- 
nachst in einem ersten Strxikturierungsschritt die Ag-Schicht 21 
mit einer chemischen Losimg aus Wasserstof fperoxid {H2O2) , Am- 
moniumhydroxid {NH4OH) und Wasser {H2O) als erstera Atzmittel 
geatzt. Vorzugsweise wird als erstes Atzmittel eine Losung ver- 
wendet, in welcher H2O2, NH4OH, und H2O in einem Volumenverhalt- 
nis von H202:NH40H:H20 « ltx:y vorliegen, wobei vorzugsweise 
0.5 < < 2.0 und 4.0 < y < 10.0 gew^hlt wird. Vorzugsweise er- 
folgt der. erste Starukturierungsschritt in bei einer Temperatur 
Ti, vorzugsweise mit lO'^C < < 30»C, wShrend einer Zeit von 
einigen Minuten bis wenigen zehn Minuten, vorteilhaft in einem 
ersten Atzbad. Vorzugsweise wird dabei die Photolackschicht 3 
unteratzt, so dass ein zweiter Vorsprung B in der Photolack- 
schicht 3 entsteht, der eine Tiefe ti aufweist, wobei vorzugs- 
weise so weit unteratzt wird, dass > da wird. Auf diese Wei- 
se wird gewthrleistet, dass die Ag-Schicht 21 dort, wo sie 
nicht von Photolack bedeckt ist, vollstandig und ruckstandsf rei 
entfernt wird. Die Ni-Schicht 22 wird dabei im ersten Struktu- 
rierungsschritt im wesentlichen nicht angegriffen. Ein aus dem 
ersten Strukturierungsschritt resultierendes erstes Zwischen- 



wo 2004/038796 




;T/CH2003/000681 



produkt mit einer Ag-Restschicht 211 als erster Restschicht- 
teilfolge ist in Fig. 2 zu sehen* 

In einem zweiten Strukturiervmgsschritt wird, ausgehend vom 
ersten Zwischenprodukt aus Fig. 3, die Ni-Schicht 22 mit einer 
5 wassrigen Losiing von Salpetersaure (HNO3) als zweitem Atzmittel 
geatzt, so dass nur eine Ni-Restschicht 221 verbleibt. Fur das 
Volumenverhaltnis von HNOjiHaO = l:z wird vorzugsweise 2.0 < z 
< 8.0 gewahlt. Der zweite Strukturierungsschritt erfolgt bei 
einer Temperatur T2, vorzugsweise mit SO^'C < T2 < 50**C, vorzugs- 

10 weise wahrend weniger zehn . Minuten. Dabei wird ein unter der 
Ag-Restschicht 211 liegender Bereich der Ni-Schicht 22 ent- 
femt, so dass ein erster Vorsprung A der Ag-Restschicht 211 
entsteht, der eine Tiefe aufweist. Ein nach dem zweiten 
Strukturierungsschritt resultierendes zweites Zwischenprodukt 

15 ist in Fig. 3 zu sehen. 

In einem dritten Strukturierungsschritt wird, ausgehend vom 
zweiten Zwischenprodukt aus Fig. 2, die Ti-Schicht 23 geatzt. 
Als drittes Atzmittel wird dabei wiederum eine cheraische L6- 
sung aus Wasserstof fperoxid (H2O2) , Ammoniumhydroxid (NH4OH) und 

20 Wasser (H2O) verwendet, die vorzugsweise im gleichen Volumen- 
verhaltnis vorliegen wie im ersten Atzmittel. Vorteilhaft kann 
der dritte Strukturierungsschritt im ersten Atzbad erfolgen. 
Die Ag-Restschicht 211 wird dabei gleichzeitig mit der Ti- 
Schicht zu einer Ag-Endschicht 212 geatzt, so dass der erste 

25 Vorsprung A aufgelost wird, die Ni-Schicht 22 iiberatzt wird, 
und sich schliesslich das gewunschte Stufenprofil ausbildet. 
Dabei wirkt zunachst der erste Vorsprung A als eine chemische 
Maske, welche verhindert, dass ein unter dem ersten Vorsprung A 
liegender Bereich der Ti-Schicht 22 durch das dritte Atzmittel 

30 aufgelost wird oder welche ein solches Auflosen zumindest stark 
verlangsamt. Nachdem der erste Vorsprung A aufgelost wurde, 
wirkt die Ni-Restschicht 221, die vom dritten Atzmittel nicht 
angegriffen wird, als herkommliche Maske fur die Ti-Schicht 23. 
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Da Ti vom dritten Atzmittel signifikant langsamer geatzt wird 
als Ag^ wird ein Unteratzen, d.h. einen Ausbildung eines drit- 
ten Vorsprungs der Ni-Restschicht 221, wirkungsvoll verhindert. 
Pig. 4 zeigt ein aus dem dritten Strukturierungsschritt resul- 
tierendes drittes Zwischenprodukt des erf indungsgemassen Ver- 
fahrens. Vorteilhaft wird schliesslich noch die Photolack- 
schicht 3 entfernt, so dass der in Fig. 5 zu sehende 
Halbleiterchip 1 mit einem nach dem erf indimgsgemassen Verfah- 
ren gebildeten Stufenprofil entsteht. 

Das erf indungsgemasse Verfahren kann auch dann vorteilhaft an- 
gewendet werden, wenn sich zwischen dem Halbleiterchip 1 und 
der Schichtfolge 2, in welcher das Stufenprofil gebildet werden 
soil, ein oder mehrere Zwischenschichten befinden. 

Vorteilhaft konnen auch weitere Strukturierungsschritte vor, 
nach Oder zwischen dem ersten, zweiten und dritten Strukturie- 
rungsschritt vorgenommen werden. 



wo 2004/038796 ^^T/CH2003/000681 

- 8 - 



Bezugszelchenliste 



1 


Halbleiterchip 


2 


Schichtfolge 


21 


Ag-Schicht, erste Schichtteilfolge 


22 


Ni-Schicht, zweite Schichtteilfolge 


23 


Ti-Schicht, dritte Schichtteilfolge 


211 


Ag-Restschicht 


212 


Ag-Endschicht 


221 


Ni-Restschicht 


3 


Schutzschicht, Photolack-Schicht 


A 


erster Vorsprung 


B 


zweiter Vorsprxmg 
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PATENTANSPRUCHE 



1. Verfahren zur Bildvmg eines Stuf enprof ils aus einer Schicht- 
folge (2), bei welchem 

a) in einem ersten Strukturierungsschritt eine erste Schicht 
teilfolge (21) bis auf eine erste Restschichtteilf olge 
(211) entfemt wird, 

b) in einem zweiten Strukturierungsschritt eine unter der 
ersten Schichtteilf olge (21) gelegene zweite Schichtteil- 
folge (22) mitt els Atzen mit einem zweiten Atzmittel par- 
tiell entfemt wird, 

c) in einem dritten Strukturierungsschritt eine unter der 
zweiten Schichtteilf olge (22) gelegene dritte Schichtteil 
folge (23) mittels Atzen mit einem dritten Atzmittel par- 
tiell entfernt wird, 

dadurch gekennzeichnet , dass 

d) im zweiten Strukturierungsschritt ein unter der ersten 
Restschichtteilfolge (211) liegender Bereich der zweiten 
Schichtteilf olge (22) entfernt wird, wobei ein erster Vor 
sprung (A) der Restschichtteilfolge (211) gebildet wird, 

e) im dritten Strukturierungsschritt der erste Vorsprung (A) 
der ersten Restschichtteilfolge (211) entfernt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dass der 
zweite und der dritte Strukturierungsschritt in wassriger 
Losung erfolgen. 
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3. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet , dass der erste Strukturierungsschritt mit- 
tels Atzen mat einem ersten Atzmittel durchgeffihrt wird. 



4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass fur 
das erste Atzmittel xind fur das dritte Atzmittel eine im we 
sentlichen identische chemische Zusammensetzung gewahlt 
wird. 



. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass im ersten Strukturierungsschritt die 
erste Schichtteilfolge (21) so weit entfernt wird, dass ein 
zweiter Vorsprung (B) der Schutzschicht (3) entsteht, der 
eine Lange ti aufweist, die grosser ist als eine Dicke di der 
erste Schichtteilfolge (21) . 



6. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die erste Schichtteilfolge (21) im we- 
sentlichen Ag, die zweite Schichtteilfolge (22) im wesentli- 
chen Ni und die dritte Schichtteilfolge (23) im wesentlichen 
Ti umfasst. 



. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass als zweites Atzmittel eine wassrige L6- 
sung von Salpetersaure, vorzugsweise in einem Verdiinnungs- 
verhaltnis von l:z mit 2.0 < z < 8.0 verwendet wird. 



. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass als erstes und drittes Atzmittel ein 
Gemisch aus Wasserstof fperoxid, Aramoniumhydroxid und Wasser, 
vorzugsweise in einem Volumenverhaltnis von angenahert 
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Izxiy, verwendet wird, wobei 0.5 < x < 2.0 und 4.0 < y < 
10.0 gewahlt wird. 

. Verfahren nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass vor dem ersten Strukturierungsschritt 
eine Schutzschicht (3) auf der ersten Schichtteilf olge (21) 
vorgesehen wird. 




Fig. 1 
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Fig. 2 
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Fig. 3 




Fig. 4 




Fig. 5 
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cannot be considered to involve an inventive step when the 
document Is combined with one or more other such docu- 
ments, such combination being obvious to a person sidlled 
in the art. 

document member of the same patent family 



Date of the actual completion of the intemationai search 



10 February 2004 



Date of maiOng of the intemationai search report 

18/02/2004 



Name and mailing address of the ISA 

European Patent Office. P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280HV Rijswl]l< 
TeL (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Authorized ofRcer 



Le Meur, M-A 



Foim PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



pn on patent family memoers 



Patent document 
dted in search report 



Publication 
date 



Intern; 

PCX 



pplication No 

3/00681 



Patent family 
member(s) 



Publication 
date 



EP 0586890 



16-03-1994 



US 
EP 
JP 



5268072 A 
0586890 A2 
6112213 A 



07-12-1993 
16-03-1994 
22-04-1994 



Fonm PCT/lSA/210 (patent family annex) (July 1982) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 
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B. RECHERCHIERTE GEBIETE 
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IPK 7 HOIL 



Recherchlerte aber nicht zum Mlndestprflfstoff geh6rende Verdffentnchungen, soweB diese unter die recheichlerten Gebiete fallen 
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WeBere VerSffentltehungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 
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• Besondere Kategorien von angegebenen VepoffenUlchungen 

■A" Verfiffentfichung, die den allgemelnen Stand der Technik definlerL 
aber ntcht als besonders bedeutsam anzusehen 1st 

•E" aueres Dokument, dasjedoch erst am oder nach dem Intemattonalen 
Anmeidsdatum veraffentlicht worden ist 

•L' VerMremBcttung. die geelgnet isl, einen Prioritatsanspruch zwelfelhaft er- 
schemer. zu lassen, oder durch die das Verarfentlichungsdatum einer 
andswr. im Recherchenbencht genannten Verdffentlichung belegt werden 
sol! Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben tet (wie 
ausgetuhrt) 

'O' Veiarrentfichung, die sich auf eine mOndllche Offenbarung, 

. ^""?""9. etne AussteDung oder andere MaBnahmen bezleht 
•P* VerOffentllchung, die vor dem internationalen AnmeWedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum verOffentHcht worden bl 



T" Spatere Veroffentlichung. die nach dem Intemalionaien AnmeWedatum 
Oder dem Prioritatsdatum veroffentllchl worden ist und nfffl der 
Anmeldung nicht kolitdiert, sondern nur zum VerstSndnis des der 
Erfindung zugrundeltegenden Prinzlps oder der Ihr zugrundeOegenden 
Theone angegeben isf 

•X' Verdffentllchung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Ernndung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu Oder auf 
erflnderlscherTatlgkell beruhend betrachlel werden 

'V VerSffentllchung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erflnderlscherTatlgkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Verdffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
VerSffentllchungen dieser Kategorle In Verblndung gebracht wird und 
dIese Verblndung fOr einen Fachmann nahellegend Ist 

'&• Veroffentlichung, die Mftgtled derselben Patentfamllie Isl 



Datum des Abschlusses der Intemattonalen Recherche 



10. Februar 2004 



Absendedatum des intemattonalen Recherchenbeilchts 



18/02/2004 



Name und Postanschrift der Intemattonalen Recherchenbehdrde 

Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk 
TeL (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevotlmachtigter Bedlensteter 



Le Meur, M-A 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Jul! 1992} 



INTERNATIONALERRECHERCHENBERICHT 



Angaben zu VeiOtfentltchungen, 



Im Recherchenbericht 
angefOhrtes Patentdokument 



ir seioen Katennanuue genoren 



Akienzeichen 



PCT^^03/00681 



Datum der 
VerfiffenUichung 



Mitglied(er) der 
Patentfamllie 



Datum der 
Veraffentllchung 



EP 0586890 



16-03-1994 



US 
EP 
JP 



5268072 A 
0586890 A2 
6112213 A 



07-12-1993 
16-03-1994 
22-04-1994 



Foimblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie)(Juli 1992J 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



